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OEM: Texas Instruments Diode 1N659 Datasheet

1N659 bis 1NG661
Diffundierte-Silizium-Schaltdiode

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall Ist in einem Glasgeh&use hermetisch abgeschlossen. Hochtem-
peratur Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschliissen garantieren guten Kontakt, selbst

bei extremsten Umweltbedingungen.
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Absolute Grenzwerte
1MNEES 1MNGE0 1ME61

Spitzen-Sperrspannung lber den gesamten Umgebungstemperaturbereich BOV 100V 200V

* Richtstrom bel (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) +— 100 mA -
Richtstrom bei 100 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) — 40 mA -
Spitzen-StoBstrom bei 26 °C Ty (Bem. 2) «— 500 mA —r
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 3) a— 250 mW —

—65 °C bis 4150 °C
—65 °C bis +150 °C
+ 304800 m —

Umgebungstemperatur-Arbeitsbereich
* Lagerungstemperatur
* Sperrspannungsbereich bis zur Héhe

Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird fiir Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinushalbwellen) mit Widerstandslast garantiert.
Reduziert sich linear auf 0 bei 150 °C.

2. Dieser Wert gilt fiir einen Rechteckimpuls.

3. Lineare Reduzierung auf 150 °C Ty mit 2 mW/"C.

* JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte* bei 25 °C Gehiusetemperatur (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 1NB59 1N660 1MG61 Einh,
min max min max min max
Usmy Durchbruchspannung Ip = 100 wh, Ty = 100°C B0 120 240 v
I Reststrom Ugr = wia angagebean 5 5 10 j7T-%
Ug = wie angegeben 25 50 100 pA
To = 100 °C o5 50 100 pA
Ug FluBspannung lFp = & ma 1 1 1 v

Schaltzeit-Kennwerte* bei 25 °C Gehdusetemperatur (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 1N659 1NGED 1661 Einh.
min max min max min max

Sparrverzigerungszeit 256-Jan, Ip = 30 mA, 0,3 0.3 03 s
Ug = 35V, Ry =2 kQ
Cr = 20 pF, Erholung auf 400 k2

* JEDEC registriert.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



